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１．概要（Summary） 
軟Ｘ線顕微鏡では数十 nm 分解能でイメージングがで

きる．自作した軟Ｘ線顕微鏡の性能評価を行うために，数

十 nm ピッチのパターンを持つテストチャートの作製に取

り組んだ．作製には東京大学超微細リソグラフィー・ナノ計

測拠点の設備を利用した． 
 

２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 
高速大面積電子線描画装置 (F5112-VD01) 
超高速大面積電子線描画装置 (F7000S-VD02) 
マスク・ウエーハ自動現像装置群 (FA-1) 
ステルスダイサー (DFL7340) 
【実験方法】 

両面に窒化珪素膜を成膜したシリコン基板を用意した．

レジスト ZEP-520A をスピンコート，ベークして，高速大面

積電子線描画装置 F5112 を用いて窓パターンを描画し

た．ZED-N50現像液を用いて現像後，RIEにより窒化珪

素膜を除去し，KOH エッチングによってシリコン層を除去

した． 
続いて窓の中にテストチャートパターンを描画した．形

成した窓の裏面にレジスト ZEP-520A をスピンコート，ベ

ークして，超高速大面積電子線描画装置 F7000 により

GDS-Ⅱファイルに用意したテストチャートパターンを描画

した．同一のパターンを 32個描画した．描画時間は約20
分であった．現像液 ZED-N50 を用いて現像した．ステル

スダイサーによりチップを分割した．酸素プラズマを用い

たアッシングによりチップ表面に残留した有機物を除去し

た．今後，リフトオフ法による金のテストパターンの作製を

計画している． 
 

 
３．結果と考察（Results and Discussion） 

現像後のテストパターンの可視光顕微鏡像を Fig. 1 に

示す．Fig. 1 に示されているのは UASF1951 テストチャ

ートの一部である．設計上 1.78 line pairs/ µm のパター

ンまで描画できていることが確認できた．それ以上微細な

パターンが描画できているかは，可視光顕微鏡の空間分

解能の制約により確認することができなかった． 
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Fig. 1 Micrograph of the test pattern 
drawn by F7000S. 


